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Introducao |

O processo sol-gel esta entre as técnicas mais
promissoras para sintese de novos materiais, por
isto, tem atraido a atencdo de muitos grupos de
pesquisas envolvidos com a quimica aplicada e
ciéncia de materiais. A baixa temperatura de
processamento € um dos atrativos deste processo,
tornando possivel a incorporacdo de compostos
organicos e hioldgicos numa matriz inorganica.

Neste trabalho iremos apresentar os resultados
espectroscopicos das amostras de géis de silica
dopados com o ion Eu®" sintetizadas partir do
processo sol-gel, com objetivo de estudar os efeitos
da radiacao y nas propriedades Opticas destes géis
de silica. Nosso interesse particular € estudar os
efeitos da radiacdo y nas propriedades de emissdo
do fon Eu®* presente nestes géis de silica, a fim de
verificar se € possivel utilizar este material como
dosimetro de radiacdo y. Os resultados obtidos
indicam que este material apresenta uma alta
probabilidade de ser utilizado como um novo
detector de radiacdes ionizante. Assim, poderemos
obter um novo material que utiliza as propriedades
fotoluminescentes do ion Eu®" diferentemente dos
detectores atuais baseados nas propriedades
termoluminescentes. **

Resultados e Discussao |

As amostras de géis de silica dopados com o ion
Eu®* preparadas a partir do processo sol-gel foram
obtidas na forma de um mondlito. Algumas destas
amostras foram submetidas a radiacdo y da maneira
que foram obtidas, ou seja, sem tratamento térmico,
enquanto que outras amostras foram tratadas
termicamente a temperaturas de 200 e 800°C, e em
seguida submetidas a radiacdo y. A caracterizagao
das amostras foi realizada por espectroscopia de
emissao e medidas de tempo de vida.

Os resultados da espectroscopia de emissao dos
géis de silica dopados com o fon Eu®, sem
tratamento térmico e tratados termicamente a
200°C, indicam que a radiagdo y ndo promove
nenhuma mudanca drastica no ambiente quimico do
jon Eu*, que possa alterar as propriedades de
emissao deste ion. Entretanto, para os géis de silica
tratados termicamente a 800°C a radiagédo y provoca
uma diminuicdo nas intensidades de emissao do ion
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Eu®. Esta diminuicdo nas intensidades das
transi¢cdes indica que a radiacdo y de algum modo
altera as propriedades de emissao do ion Eu® nas
amostras tratadas a 800°C. E provavel que a
diminuicdo das intensidades das transicées seja
devido a centros de defeitos produzidos, por meio
da radiacdo y, nos géis tratados a 800°C, que de
algstima forma suprimem a luminescéncia do ion
Eu

Os resultados das medidas de tempo de vida
foram bastante consistentes com os resultados da
espectroscopia de emissao. As amostras tratadas a
800°C e irradiadas, apresentaram uma diminuicao
nos valores dos tempos de vida, em relacdo aos
valores dos tempos de vida destas néo irradiadas.
Esta diminuigcdo dos tempos de vida das amostras
irradiadas vem confirmar a sugestdo de que o0s
centros de defeitos, que sédo produzidos nos géis de
silica tratados a 800°C, por meio da radiacdo v, de
alguma forma criam caminhos de decaimentos néo
raoLiativos, gue suprime a luminescéncia do ion
Eu’.

Conclusodes

A andlise de espectroscopia de emissdo e as
medidas de tempos de vida indicam que a radiacéo
y altera as propriedades de emissdo do fon Eu**
apenas nos géis de silica tratados termicamente a
800°C. Esta alteracdo é provavelmente devido a
centros de defeitos produzidos, por meio da
radiacdo y, que de alguma forma suprimem a
luminescéncia do fon Eu®'. Este resultado sugere
gue esse material apresenta alto potencial para ser
usado com detector de radiacéo.
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